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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構，包含：
一導電線；以及

一通孔結構，在該導電線上且包含一第一通孔部、一第二通孔部與一連接部，該連接部

連接於該第一通孔部與該第二通孔部之間，

其中該連接部的一深度小於該第一通孔部的一深度與該第二通孔部的一深度，該第一通

孔部、該連接部與該第二通孔部沿著一第一方向排列，該導電線在一第二方向上的一寬

度等於或實質等於該第一通孔部在該第二方向上的一寬度、或該第二通孔部在該第二方

向上的一寬度，該第二方向垂直於該第一方向。

2.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該導電線在該第一方向上的一長度等於或實質等於
該第一通孔部在該第一方向上的一長度的 3.8倍至 4.8倍、或該第二通孔部在該第一方向
上的一長度的 3.8倍至 4.8倍。

3.　如請求項 2所述之半導體結構，其中該導電線在該第一方向上的該長度等於該第一通孔
部在該第一方向上的該長度的 3.8倍至 4.8倍  5奈米、或該第二通孔部在該第一方向上
的該長度的 3.8倍至 4.8倍  5奈米。

4.　如請求項 2所述之半導體結構，其中該第一通孔部的該長度等於或實質等於該第二通孔
部的該長度。

5.　如請求項 4所述之半導體結構，其中該第一通孔部的該寬度等於或實質等於該第二通孔
部的該寬度。

6.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該連接部的一長度等於或實質等於該第一通孔部的
一長度的 1.8倍至 2.8倍、或該第二通孔部的一長度的 1.8倍至 2.8倍。

7.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該連接部背對該導電線的一表面實質平坦。
8.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該第一通孔部的該深度等於或實質等於該第二通孔
部的該深度。

9.　一種用以形成半導體結構之方法，包含：
提供包含複數個第一圖案的一第一布局圖案；

提供包含複數個第二圖案的一第二布局圖案；
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重疊該第一布局圖案與該第二布局圖案以決定是否有至少二第一圖案重疊於該複數個第

二圖案中的一第二圖案；

檢查該第二布局圖案以決定該第二圖案的一長度是否等於或實質等於該至少二第一圖案

中的一第一圖案的一長度的 3.8倍至 4.8倍；以及
修改該第一布局圖案以在該至少二第一圖案之間增加至少一連接圖案。

10.   如請求項 9所述之方法，更包含：
決定該第二圖案的一寬度是否等於或實質等於該至少二第一圖案的一寬度。

11.   如請求項 9所述之方法，更包含：
在修改該第一布局圖案之後進行一光學接近修正(optical proximity correction; OPC)方法。

12.   如請求項 11所述之方法，更包含：
提供一基板與在該基板上的一第一光阻層；

將修改後的該第一布局圖案轉移至該第一光阻層；

通過該第一光阻層進行一蝕刻處理與一沉積處理以在該基板中形成複數個通孔部與至少

一連接部，其中該複數個通孔部對應於該複數個第一圖案，該至少一連接部對應於該至

少一連接圖案。

13.   如請求項 12所述之方法，更包含：
在該基板上提供一介電層與在該介電層上的一第二光阻層；

將該第二布局圖案轉移至該第二光阻層；

通過該第二光阻層進行另一蝕刻處理與另一沉積處理以在該介電層中形成複數條導電

線，其中該複數條導電線對應於該複數個第二圖案。

14.   如請求項 12所述之方法，其中該至少一連接部的一深度小於該複數個通孔部的一深度。
15.   如請求項 9所述之方法，其中該至少一連接圖案連接於該至少二第一圖案之間。
16.   如請求項 9所述之方法，其中該至少一連接圖案與該至少二第一圖案沿著一第一方向排

列，該第二圖案的該長度在該第一方向上。

17.   如請求項 9所述之方法，更包含：
提供一基板與在該基板上的一第一光阻層；

將修改後的該第一布局圖案轉移至該第一光阻層；

通過該第一光阻層進行一蝕刻處理與一沉積處理以在該基板中形成複數個通孔部與至少

一連接部，其中該複數個通孔部對應於該複數個第一圖案，該至少一連接部對應於該至

少一連接圖案，該至少一連接部連接於該複數個通孔部中的二通孔部之間。

圖式簡單說明

第 1圖係為根據本發明之一些實施例之用以形成半導體結構之方法；
第 2圖係繪示根據本發明之一些實施例之重疊的布局圖案；
第 3圖係繪示根據本發明之一些實施例之重疊的布局圖案；
第 4圖係繪示根據本發明之一些實施例之半導體結構的示意剖面圖；
第 5圖係繪示根據本發明之一些實施例之重疊的布局圖案；及
第 6圖係繪示根據本發明之一些實施例之重疊的布局圖案。
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